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Le matériau GaN est un semiconducteur a large biatelelite devenu trés populaire avec
le développement des diodes électroluminescentes. pbrtée cette révolution
technologique a d’ailleurs été saluée en 2014 @aoimité Nobel. De plus, les propriétés
électroniques du GaN (champ de claquage diéleetrigjuvitesse des électrons entre
autres) sont telles que des composants électranidgja tres performants sont désormais
en phase de développement. Cependant, les phénaiiémneau transport des électrons
sous fort champ électrigue sont encore relativemaitconnus alors que la maitrise de
ces effets est essentielle pour optimiser et mééweldpper de nouveaux composants.
Ainsi, l'ionisation par choc et la chute de molgldes électrons a haute énergie sont des
phénomeénes qui peuvent limiter les performancescdegposants ou, dans certains cas,
étre exploités (diodes a avalanche, diodes a @fien...).

Le principal objectif de cette étude sera doncutlér des structures épitaxiales a base de
GaN en vue de la compréhension de ces phénomerdss lat quantification de leurs
parametres (énergies, temps de relaxation etc..@st@ans un contexte de transport
électronique vertical que se situera I'étude avaer gommencer des diodes fabriquées a
partir de matériau GaN dopé m n' puis des hétérostructures avec par exemple, un
émetteur AlGaN. Ces structures seront réalisée€RHEA. L'essentiel du temps de
recherche sera partagé entre I'lIEMN et I'lEF. Desdds seront fabriquées en salle
blanche et mesurées a 'lEMN (mesures |-V et C-\ogrtion de la température) et I'lEF
réalisera des caractérisations complémentaires ufe®s de bruit, mesures
d’électroluminescence). Les topologies des compsssgront définies en commun entre
les laboratoires. Des modélisations seront égalemenées chez ces deux partenaires. A
'lEF, ces modélisations porteront sur les struesuélectroniques, l'ionisation par choc,
les temps de relaxation. A I'lIEMN, les modélisasgmorteront sur l'influence des effets
thermiques sur I'apparition d’'un domaine de propaga I'influence des dimensions des
diodes Gunn sur les performances électriques et micro-ondes). Dans un second
temps, au-dela des optimisations, des structureg/mie HET (hot electron transistor)
pourront étre définies en fonction des paramétrggaiess des mesures et des
modélisations.

Cette thése est proposée dans le cadre du laberatexcellence en réseau GaNex du
plan d’Investissements d’Avenir (ANR-11-LABX-0014)e par I'aspect multi-site de la
thése, le candidat sera amené a effectuer pluss&jmsrs longs de 6 a 9 mois dans les
laboratoires IEMN (Lille) et IEF (Orsay), et degaés courts au CRHEA (Valbonne).
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